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Sinterizacao de Cermets sob Altas Pressoes

Autor: Augusto Mognon Giani
Orientador: Altair Soria Pereira

INTRODUCAO:

O trabalho se insere em um projeto sobre o uso de técnicas de processamento em
altas pressdes e altas temperaturas (APAT) para a produgdo de sinterizados de
sistemas compositos, constituidos por uma fase ceramica dura (SiC, B4C ou WC) ¢
uma fase ligante metalica (S1, Al, Co, Ni ou Fe). Materiais com essas caracteristicas
sao conhecidos como cermets, € a combinagdao de fases ceramicas e metalicas, que
ocorre em microescala, permite que possam incorporar uma combinagiao de
propriedades tecnologicamente desejaveis dessas fases, como elevada dureza,
resisténcia a altas temperaturas, resisténcia mecanica.

METODOLOGIA:

O trabalho envolve a sinterizacdo de Carbeto de Silicio (SiC) em condigdes
extremas de pressdo e temperatura como etapa inicial do projeto de sinterizacdo de
cermets. Foram processadas 04 amostras de SiC (B-SiC em pd da H.C. STARCK
[1], granulometria: 1,0 - 2,0 um) em pressdes de at¢ 7,7 GPa e temperaturas de
1200° ate 1600 °C. Para sinterizagdo em alta pressdao foram utilizadas camaras do
tipo Toroidal e uma prensa hidraulica (400 Tonf).
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As amostras processadas foram preparadas para andlise por difracao de raios X,
microscopia Optica ¢ eletronica de varredura, ¢ medidas de dureza Vickers e
tenacidade a fratura pelo calculo do K.

RESULTADOS :

A caracterizacao por difracdo de raios X mostra que a sinteriza¢cdo nao formou outra
fase com estrutura cristalina diferente do pd original, cujo padrdao de difracao
corresponde ao B-SiC (conforme ficha ICSD 010-73-1708) .

- AMO04 - 1600°C, 1 min.
—— AMO3 - 1600°C, 10 min.
—— AMO2 - 1400°C, 10 min.
I —— AMO1 - 1200°C, 10 min.
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Os resultados das medidas de dureza Vickers (HV), tenacidade a fratura pelo K, € as
imagens de microscopia sao apresentados na tabela abaixo:

amosis | | Monea | wev | (B e
Amot | o i104 | 206
AM02 | i o | 13
AMO3 | 0 2121 | 1085
Amod | 0 tos | 172

CONCLUSOES :

Os resultados de difracdo de raios X mostraram um material de fase tUnica apds
processamento [2]. A formacdo de macrotrincas nas amostras 01 e 02 indica que as
temperaturas usadas foram insuficientes para a sinterizacao adequada do material;
na amostra 04 isso ocorreu devido ao curto tempo de processamento. Todas as
amostras mostraram similaridades qualitativas quanto a densificagdo. As
propriedades mecanicas mais relevantes foram obtidas para a amostra produzida na
temperatura mais alta investigada (1600°C), que apresentou uma dureza Vickers de
25,56 GPa e uma tenacidade a fratura de 5,73 MPa+/m valores esperados para este
material de acordo com a literatura [3][4].
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